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１．概要（Summary） 

BOSCH法による Si Deep etching技術は高アスペク

ト構造の作製に重要な役割を果たしている。BOSCH 法

ではデポとエッチングを交互に行うことで高アスペクト構造

を実現するため、スキャロップと呼ばれる側壁形状が形成

される。スキャロップの少ない側壁加工の場合はデポとエ

ッチングのバランスやスイッチング速度などを調整すること

で低スキャロップ形状を実現している。 

本検討では低スキャロップ条件を用いて高アスペクトグ

レーティング構造の作製を試みた。また、エッチング条件

の違いによる形状の違いを評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

深堀りドライエッチング装置(Φ4”) 

超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

パターン寸法 4.8mピッチで Duty 1：1、マスクにレジ

スト材料を用いて、深堀りドライエッチング装置(Φ4”)によ

り低スキャロップ条件2水準を用いてエッチングを行った。 

「条件 1」を用いて約 40m 深さのエッチングを行った

(Fig.1a)。「条件 2」を用いて約 35mのエッチングを行っ

た(Fig.1b)。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. SEM image of Si high-aspect structure: 

a) [Recipe 1], b) [Recipe 2]. 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 今回用いた 2条件から低スキャロップな側壁形状を得る

ことができた。「条件 1」ではほぼ垂直にエッチングされて

いることがわかる。一方「条件 2」では「条件 1」と比較して

トップとボトムでパターン寸法が変化した。「条件 2」のトッ

プとボトムそれぞれの SEM 画像を示す(Fig2)。ボトム部

がほぼ設計寸法通り(スペース幅：2.4m→2.4m)であ

るのに対してトップ部はスペース幅が広がる結果となった。

(スペース幅：2.4m→3.3m) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig2. SEM image of top (a) and bottom (b) structure 

for [Recipe2]. 

 

 「条件 2」ではデポ工程における側壁のカバーが不十分

で側壁のエッチングが進行してしまったことが考えられる。 

 今回の検討で所望の高アスペクト構造を得るためには

パターン寸法やエッチング深さに応じたレシピの選定や

最適化が必要であることがわかった。 
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